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面向高功率密度电能变换器的功率半导体模块研究综述

罗毅飞，李子聪，史泽南，马　啸，肖　飞
（海军工程大学 电磁能技术全国重点实验室，湖北 武汉　４３００３０）

摘　要：功率半导体模块是电能变换器的核心能量转换单元，其合理的设计可以有效提升电能变换器的
功率密度。针对现有研究缺乏系统总结的问题，依次从材料、芯片、封装、栅极驱动四个层面较为系统地总结

了提升变换器功率密度的方法，分别是：使用宽禁带材料、改进芯片结构、采用先进封装和改进驱动设计。总

结了不同方法提升变换器功率密度的原理，并对基于功率半导体模块设计提升变换器功率密度的现有研究进
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行分类对比；梳理出现有研究的主要挑战，并对未来的发展趋势进行展望。

关键词：功率半导体模块；功率密度；宽禁带材料；芯片结构；先进封装；驱动设计
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　　随着工业４０时代的到来，新能源、航空航
天、船舶动力等重要领域对电能变换器的功率密

度提出了更高的要求。电能变换器通常由功率半

导体模块、控制单元、驱动单元、散热单元等部件

经连接件组合而成，作为一个非线性、多变量的

电、磁、固、热多物理场耦合系统，其功率密度的提

高涉及新型材料、芯片设计、封装技术、高频变压

器等众多领域的技术融合。

过去的数十年间，电能变换器的功率密度呈

指数级别增长。图１显示了过去２０年来应用于
商业和尚处实验室阶段的电能变换器功率密度的

上升趋势［１－９］。可以看出，功率密度的增加主要

得益于宽禁带材料和先进封装技术的运用，它使

得模块可以工作在更高的结温和工作频率下。功

率半导体模块作为电能变换器中重要的能量转换

单元，其合理的设计可以有效提升变换器的功率

密度。为保证全面性，综述涵盖了传统的硅基功

率模块以及最近十年商业上出现的更先进的宽禁

带（ｗｉｄｅｂａｎｄｇａｐ，ＷＢＧ）功率模块。
研究重点从使用宽禁带材料、改进芯片结构、

采用先进封装和改进驱动设计四个方面依次按照

材料、芯片、封装、栅极驱动四个不同层面对优化

功率半导体模块提升电能变换器功率密度的研究

及其原理进行归纳总结，并列举了各个领域当前
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商业应用

１—Ｈｉｔａｃｈｉ第一代变换器６．２５ｋＷ／Ｌ ；

２—Ｈｉｔａｃｈｉ第三代变换器３５ｋＷ／Ｌ ；

３—ＴｅｓｌａＭｏｄｅｌ３变换器 ４７ｋＷ／Ｌ ；

４—ＡｕｄｉＥｔｒｏｎ变换器 ３０ｋＷ／Ｌ ；

５—ＰｏｒｓｃｈｅＴａｙｃａｎＥＶ变换器 ９４．３ｋＷ／Ｌ ；

６—ｅＭｏｂｉｌｉｔｙ电机控制器３５ｋＷ／Ｌ 。

实验室样机

１—５０ｋＷ基于零电压／零电流转换拓扑的ＤＣ／ＤＣＩＧＢＴ变换器７ｋＷ／Ｌ［１］；

２—ＳｉＭＯＳＦＥＴｓ／ＳｉＣｄｉｏｄｅｓ强制水冷整流器 ２４ｋＷ／Ｌ［２］；

３—全ＳｉＣ电能变换器５０ｋＷ／Ｌ［３］；

４—１２ＶＧａＮ非隔离型负载点电源变换器５４．９ｋＷ／Ｌ［４］；

５—２５ｋＷＳｉＣ三相变换器 ７３．５ｋＷ／Ｌ［５］；

６—ＳｉＣ基两电平电压源变换器７０ｋＷ／Ｌ［６］；

７—ＳｉＣ双向ＤＣ－ＤＣ变换器 ３１．５ｋＷ／Ｌ［７］；

８—互感相消ＧａＮＢｕｃｋ变换器 １３２ｋＷ／Ｌ［８］；

９—采用银烧结工艺的双面散热ＳｉＣ变换器１００ｋＷ／Ｌ［９］。

图１　过去２０年应用于商业和尚处于实验室
阶段的电能变换器功率密度上升趋势

Ｆｉｇ．１　Ｕｐｗａｒｄｔｒｅｎｄｉｎｐｏｗｅｒｄｅｎｓｉｔｙｆｏｒｂｏｔｈｃｏｍｍｅｒｃｉａｌａｎｄ
ｌａｂｏｒａｔｏｒｉａｌｐｏｗｅｒｃｏｎｖｅｒｔｅｒｓｏｖｅｒｔｈｅｐａｓｔ２０ｙｅａｒｓ

的关键进展和创新，最后，梳理出现有研究的主要

挑战，并对未来的发展趋势进行展望。

１　使用宽禁带材料

１．１　ＳｉＣ材料

ＳｉＣ在提升变换器功率密度方面具有如下优
势：①击穿场强高，在高压的同时可以降低损耗，
减小散热器体积。②拥有低本征载流子浓度（宽
禁带）和较高的热导率，提升了器件在高温下运

行的能力。表１通过查阅产品手册对比了商业上
不同最高安全结温的器件处理功率的能力，扩展

的安全结温在可靠性允许范围内增大了输出功

率。③高饱和迁移速度和较低的介电常数使 ＳｉＣ
具有较好的高频特性，可大幅减小变换器中无源

组件的体积，更快的开关速度还有助于提高器件

的效率［１０］。

表１　不同型号器件处理功率能力对比

Ｔａｂ．１　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｐｏｗｅｒｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｅｖｉｃｅｓ

型号（ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ）
最高

结温／℃

归一化电流密度

２５℃ １００℃

ＣｒｅｅＣＭＦ２０１２０Ｄ １３５ １．００ ０．５７

ＣｒｅｅＣ２Ｍ００８０１２０Ｄ １５０ １．１９ ０．７６

ＲＯＨＭＳＣＴ２１６０ＫＥ １５０ １．１１ ０．８１

ＲＯＨＭＳＣＴ２０８０ＫＥ １７５ １．２５ ０．８８

商业应用方面，国内外已推出了多种基于

ＳｉＣ功率模块的高功率密度产品。国外方面，美
国 Ｗｏｌｆｓｐｅｅｄ２０２１年推出的６５０ＶＳｉＣ金属氧化
物 半 导 体 场 效 应 晶 体 管 （ｍｅｔａｌｏｘｉｄｅ
ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｆｉｅｌｄｅｆｆｅｃｔｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，ＭＯＳＦＥＴ）模
块功率密度较Ｓｉ基方案有大幅提升［１１］。国内方

面，比亚迪公司在２０２１年公布了功率密度较 Ｓｉ
基提升 １５倍，达到 ４５ｋＷ／Ｌ的 ＳｉＣ功率模
块［１２］。我国ＳｉＣ功率模块在成品率、晶圆尺寸等
方面与国外整体水平相比还有较大差距。

ＳｉＣ在提升变换器功率密度上仍然存在许多
需要解决的挑战。首先，ＳｉＣ器件成本较高，主要
有以下原因：①制备 ＳｉＣ器件需要高质量的衬底
和外延；②ＳｉＣ晶圆不平坦度更高，增加了光刻流
程的复杂程度；③产能较低带来的成本效应使得
其比大规模生产的Ｓｉ器件更加昂贵。研究显示，
随着ＳｉＣ晶圆尺寸从１５２４ｃｍ发展至２０３２ｃｍ，
器件成本可减小１７％ ～２２％［１３］。其次，当前 ＳｉＣ
晶圆生产存在径向掺杂浓度不一致的问题时，良

品率和芯片参数的一致性被降低。此外，ＳｉＣ芯
片的通流能力受到单极性模式下高击穿电压和外

延缺陷的限制。外延缺陷主要源自三个方面：

①化学气相沉积在外延生长过程中引入了点缺
陷［１４］；②以基底平面位错为代表的缺陷从衬底进
入外延层；③ＳｉＣ无法通过扩散进行掺杂，采用高
温离子注入也可能引入缺陷。对于 ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ
而言，目前主要通过将多个并联芯片封装入模块

的方式增大整体通流能力。然而，改进制造工艺

是解决这个问题的根本方法。

ＳｉＣ器件还面临可靠性方面的挑战：①独特
的氧化机制和不成熟的制造工艺导致ＳｉＣ器件栅

·９０２·
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氧可靠性差，通过氮化物退火钝化技术可以改善

ＳｉＣ／ＳｉＯ２界面的质量；②ＳｉＣ的弹性模量约为 Ｓｉ
的３倍，封装抗疲劳可靠性较差；③ＳｉＣ器件具有
较低的短路耐受电压和耐受时间，需要更快的短

路保护响应时间。总体上看，目前 ＳｉＣ器件的可
靠性低于Ｓｉ器件。

最后，为充分发挥 ＳｉＣ器件高温、高频的优
势，需要研发更先进的封装。一方面，扩展的结温

对散热提出了更高的要求，研究显示，结温每上升

１０℃，器件失效率就增加近２倍［１５］，需要研发高

温材料和连接工艺以及先进的散热结构和方法以

保证可靠性；另一方面，更高的开关频率带来了更

加严重的关断电压过冲和电磁干扰问题，因此对

低环路寄生电感的要求更高［１６］，高速开关带来了

更加复杂的电流平衡问题，通过优化封装可以改

进电流分布。

１．２　ＧａＮ材料

ＧａＮ击穿场强较高，有助于在高压运行时
降低损耗，其宽禁带的特点拓展了器件的结

温。ＧａＮ相比 ＳｉＣ具有更高的饱和漂移速度和
电子迁移率，高频能力更加突出。Ｓｉ衬底 ＧａＮ
器件的寄生参数极小，开关损耗极低，其发展

显著降低了 ＧａＮ器件的制造成本，在未来可能
会比 Ｓｉ器件更便宜。ＧａＮ芯片较低的导通电
阻有助于减小损耗，助力功率密度提升。商业

上最常用的 ＧａＮ器件是高电子迁移率晶体管
（ｈｉｇｈｅｌｅｃｔｒｏｎｍｏｂｉｌｉｔｙｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，ＨＥＭＴ），与传
统 Ｓｉ器件相比具有更高的效率且所需无源组
件更小，有助于构建功率密度更高的电能变换

系统。

ＧａＮ器件高功率密度潜力的充分发挥也存
在着亟待解决的问题。首先，ＧａＮ器件的衬底和
外延往往采用不同的材料，为防止晶格失配导致

接触面损坏，需增加绝缘缓冲层，因此，目前的商

业ＧａＮ器件都是横向结构，限制了高压应用［１７］。

ＧａＮＳｙｓｔｅｍｓ公司开发了一种ＧａＮ／Ｓｉ电动车牵引
变换器，可综合Ｓｉ绝缘栅双极型晶体管（ｉｎｓｕｌａｔｅｄ
ｇａｔｅｂｉｐｏｌａｒｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，ＩＧＢＴ）的高压优势和 ＧａＮ
ＨＥＭＴ的高频优势［１８］。另一种解决方案是在传

统ＡｌＧａＮ／ＧａＮＨＥＭＴ上生长ＧａＮ，形成极化超结
（ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎｓｕｐｅｒｊｕｎｃｔｉｏｎ，ＰＳＪ）结构，日本丰田公
司联合Ｐｏｗｄｅｃ公司基于该结构开发了额定电压
达到１０ｋＶ的 ＧａＮ横向器件［１９］。近年来，由于

ＧａＮ体衬底技术的发展，一些垂直结构的 ＧａＮ器
件得以研发［１７］，选择性区域掺杂和再生长技术是

制造垂直 ＧａＮ器件的关键工艺［２０］。其次，ＧａＮ
的热导率和 Ｓｉ相近，相比 ＳｉＣ要小得多［２１］，模块

的散热要求更高，且极高的开关频率对封装杂散

电感的要求更为严苛，增加了封装设计的难度。

此 外，ＨＥＭＴ 的 电 磁 干 扰 （ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ
ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ，ＥＭＩ）控制问题由于 ＧａＮ技术相对不
成熟而变得复杂且具有挑战性。最后，与 Ｓｉ和
ＳｉＣ器件相比，ＧａＮ器件可用于分析的失效案例
较少，其可靠性分析更加复杂，有待进一步深入

研究。

表２总结了使用 ＷＢＧ材料提高电能变换器
功率密度的信息。

表２　使用宽禁带材料提升变换器功率密度信息汇总
Ｔａｂ．２　Ｓｕｍｍａｒｙｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｕｓｅｏｆｗｉｄｅｂａｎｄｇａｐｍａｔｅｒｉａｌｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｐｏｗｅｒｄｅｎｓｉｔｙｏｆｃｏｎｖｅｒｔｅｒｓ

材料 本征特性
相应数值

（室温下）

比值

（与Ｓｉ相比）
工作特点

提升电能变换器功率密度机制

无源组件体积 输出功率 设计紧凑度

４ＨＳｉＣ

高击穿场强 ３ＭＶ·ｃｍ－１ １０ 低损耗 ↓ ↑ ↑

低本征载流子浓度 ８．２×１０－９ｃｍ－３ １０－２０ 高　温 ↓ ↑ ↑

高热导率 ３～４．９Ｗ·ｃｍ－１·Ｋ－１ ２～３ 高　温 ↓ ↑ ↑

高饱和漂移速率 ２．５×１０７ｃｍ·Ｓ－１ ２．５ 高　频 ↓ — —

低介电常数 １０ ０．８５ 高　频 ↓ — —

ＧａＮ

高击穿场强 ３．３ＭＶ·ｃｍ－１ １１ 低损耗 ↓ ↑ ↑

宽禁带 ３．４ｅＶ ３ 高　温 ↓ ↑ ↑

高饱和漂移速率 ２×１０７ｃｍ·Ｓ－１ ２ 高　频 ↓ — —

低介电常数 ９ ０．７６ 高　频 ↓ — —

·０１２·
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１．３　超宽禁带材料

近年来，以Ｇａ２Ｏ３和金刚石为代表的第四代
超宽禁带半导体材料在功率器件研究领域有了较

多突破［２２－２３］。表３对比了不同材料的品质因数
（ｆｉｇｕｒｅｏｆｍｅｒｉｔ，ＦＯＭ），其中 Ｂａｌｉｇａ优值（Ｂａｌｉｇａ
ｆｉｇｕｒｅｏｆｍｅｒｉｔ，ＢＦＯＭ）、Ｊｏｈｎｓｏｎ优值 （Ｊｏｈｎｓｏｎ
ｆｉｇｕｒｅｏｆｍｅｒｉｔ，ＪＦＯＭ）分别主要衡量材料的高功
率、射频性能。可见，第四代半导体材料在制备高

功率密度功率模块上具备显著的本征优势。

表３　不同材料的品质因数对比
Ｔａｂ．３　ＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＦＯＭｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｍａｔｅｒｉａｌｓ

ＦＯＭ Ｓｉ ＳｉＣ ＧａＮ βＧａ２Ｏ３ 金刚石

ＢＦＯＭ １ ３１７ ８４６ ３４４４ ２４６６０

ＪＦＯＭ １ ２７８ １０８９ ２８４４ 　１１１０

Ｇａ２Ｏ３是目前最有可能进入产业初级阶段的
超宽禁带材料，其器件预计可同时具备高性能［２４］

和低成本［２５］的特点。然而，Ｇａ２Ｏ３功率器件实现
产业化还需克服以下困难：①衬底生长方面，铱生
长工艺价格昂贵，且导模法高温生长过程中极易

产生大量缺陷［２６］；②器件制备方面，Ｇａ２Ｏ３有效Ｐ
型掺杂存在困难，需要进一步确定浅受主［２７］，另

外，Ｇａ２Ｏ３极低的热导率限制了器件在高功率场
合的应用［２８］。总体来看，超宽禁带半导体材料广

泛应用于高功率密度模块还有一定距离。

２　改进芯片结构

在大功率应用场合，通常采用多个芯片并联

的方式进行扩容。然而，并联过多芯片会加剧电

流分布不均和热耦合问题，同时导致布线复杂，增

大寄生参数。鉴于这些限制，提高电能变换器的

功率密度需要增加单个芯片的功率输出能力，而

不能仅依赖于增加芯片数量。提升功率密度的另

一种思路是将续流二极管嵌入开关芯片，可以有

效减小芯片面积，并抑制交替导通带来的基板加

热不均。此外，芯片的高温可靠性问题限制了功

率密度的进一步发展。一方面，高温漏电流产生

的热量大幅降低了芯片的高温可靠性；另一方面，

芯片导通电阻的正温度系数可能引发热失控，这

种风险限制了功率器件的可用结温。

通过改进芯片结构，可以增加电流密度、减小

芯片面积和扩展结温，从而使电能变换器的功率

密度在芯片层级上得到提高。

２．１　沟槽栅技术

沟槽栅技术通过减小台面宽度有效提高了电

流密度。ＩＧＢＴ微沟槽（ｍｉｃｒｏｐａｔｔｅｒｎｔｒｅｎｃｈ，ＭＰＴ）
技术和 ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ沟槽栅（ｔｒｅｎｃｈＭＯＳＦＥＴ，
ＴＭＯＳＦＥＴ）技术是其中具有代表性的应用。
２０２０年，英飞凌公司推出了基于 ＭＰＴ技术

的第七代 ＩＧＢＴ产品，通过亚微米台面分隔的平
行沟槽快速移除载流子，其元胞结构如图２（ａ）所
示。与第四代相比模块额定电流增加了５０％，功
率密度增加了７７％［２９］。国内 ＭＰＴ技术较欧洲、
日本等地存在着一定差距，但呈现蓬勃向上的发

展趋势，２０２１年，斯达半导体第七代ＭＰＴＩＧＢＴ芯
片研发成功［３０］。国产 ＭＰＴ技术在未来有望打破
技术壁垒，其关键在于发展深亚微米级的曝光技

术、快速热退火处理、机械抛光等先进制造工

艺［３１］，同时还需要考虑集电极致势垒降低

（ｃｏｌｌｅｃｔｏｒｉｎｄｕｃｅｄｂａｒｒｉｅｒｌｏｗｅｒｉｎｇ，ＣＩＢＬ）效应导致
的短路能力下降的问题。

ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ有两条并行的技术路线：平面
栅和沟槽栅。ＳｉＣＴＭＯＳＦＥＴ通过纵向通道实现
更小的元胞间距和更高的沟道迁移率，可有效提

高电流密度。然而，沟槽底部的栅氧化层在高电

场作用时容易发生局部击穿。Ｙａｎｇ等开发了一
种带有深层 ｐ＋屏蔽层和电流扩展层（ｄｅｅｐｐ＋
ｓｈｉｅｌｄｅｄ ｒｅｇｉｏｎ ａｎｄ ｃｕｒｒｅｎｔｓｐｒｅａｄｉｎｇ ｌａｙｅｒｓ，
ＤＰＣＳＬ）的结构［３２］，如图２（ｂ）所示，在源极周围
的深ｐ＋区形成空间电荷区分担栅氧所受的高电
场，避免了局部击穿。

商用方面，罗姆公司推出了一种双沟槽结

构［３３］，通过将ｐ区下移与 ｎ－漂移层形成耗尽区
转移电场；英飞凌的非对称 ＴＭＯＳＦＥＴ［３４］通过在
一侧降低ｐ区以实现半包裹沟槽的效果，以防止
栅氧化层发生局部击穿，其结构分别如图２（ｃ）、
图２（ｄ）所示。制造工艺是限制 ＳｉＣＴＭＯＳＦＥＴ发
展的主要因素。

２．２　续流二极管嵌入技术

通过诸如逆 导 ＩＧＢＴ（ｒｅｖｅｒｓｅｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ
ＩＧＢＴ，ＲＣＩＧＢＴ）和ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ二极管嵌入等技
术将续流二极管和开关器件集成到单一芯片中，

可有效减小芯片尺寸。

ＲＣＩＧＢＴ通过在集电极添加 ｎ＋区嵌入续流
二极管，其结构如图３（ａ）所示。Ｗｅｒｂｅｒ等用 ＲＣ
ＩＧＢＴ替代分立芯片，使牵引变换器的功率密度提
高了３０％［３５］。ＲＣＩＧＢＴ的发展主要受到电压折
回现象的阻碍，这一现象会导致显著的动态电流

不均，使 ＲＣ技术在多芯片并联的应用中难以推
广。国内外研究人员对此现象进行了广泛研究，

目前仍然难以完全消除它的负面影响。

·１１２·
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（ａ）英飞凌ＭＰＴＩＧＢＴ
（ａ）ＭＰＴＩＧＢＴｆｒｏｍＩｎｆｉｎｅｏｎ

（ｂ）ＳｉＣＤＰＣＳＬＴＭＯＳＦＥＴ

（ｃ）罗姆双沟槽ＴＭＯＳＦＥＴ
（ｃ）ＤｏｕｂｌｅｔｒｅｎｃｈＴＭＯＳＦＥＴｆｒｏｍＲｏｈｍ

（ｄ）英飞凌非对称ＴＭＯＳＦＥＴ
（ｄ）ＩｎｆｉｎｅｏｎａｓｙｍｍｅｔｒｉｃＴＭＯＳＦＥＴ

图２　采用沟槽栅技术的典型元胞结构
Ｆｉｇ．２　Ｃｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆｔｙｐｉｃａｌｔｒｅｎｃｈｇａｔｅｓｔｕｒｃｔｕｒｅ

　　ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ具有寄生体二极管，可提供反
向导 通 路 径。Ｙａｍａｇｕｃｈｉ等 分 析 了 从 ＳｉＣ
ＭＯＳＦＥＴ模块中去除外部并联肖特基势垒二极管
（Ｓｃｈｏｔｔｋｙｂａｒｒｉｅｒｄｉｏｄｅｓ，ＳＢＤ）的效果，改进后可减
小芯片尺寸４０％，节省的空间可放置额外的芯片
以增加功率密度［３６］。然而，采用体二极管续流会

引入双极退化（ｂｉｐｏｌａｒｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ，ＢＤ）效应，长
期使用会影响器件的导通电阻等特性。此外，寄

生体二极管相比外部并联二极管损耗更大，更长

的反向恢复时间也将限制器件的高频应用。在实

际应用中，往往采用同步整流方式进行续流，使体

二极管仅在死区期间导通，从而抑制 ＢＤ效应。
避免 ＢＤ效应的另一种方法是将 ＳＢＤ或肖

特基结势垒（ｊｕｎｃｔｉｏｎｂａｒｒｉｅｒＳｃｈｏｔｔｋｙ，ＪＢＳ）二极
管嵌入 ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ芯片中，抑制体二极管导通
并减小芯片尺寸［３７］。Ｋａｗａｈａｒａ等将 ＳＢＤ嵌入
６５ｋＶＳｉＣＭＯＳＦＥＴ芯片中，芯片总面积减小了
２／３［３８］，其结构如图３（ｂ）所示。２０２３年，日本三
菱电机开发出了一种集成ＳＢＤ的ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ新
型结构，并已将其应用于 ３３ｋＶ全 ＳｉＣ功率模
块［３９］。采用嵌入二极管的方法可能会导致器件

特性发生变化，该问题还有待进一步深入研究。

（ａ）ＲＣＩＧＢＴ元胞结构
（ａ）ＣｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＲＣＩＧＢＴ

（ｂ）嵌入ＳＢＤ的ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ元胞结构
（ｂ）ＣｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＳＢＤｅｍｂｅｄｄｅｄＳｉＣＭＯＳＦＥＴ

图３　嵌入续流二极管的典型元胞结构
Ｆｉｇ．３　Ｔｙｐｉｃａｌｃｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｅｍｂｅｄｄｅｄｆｒｅｅｗｈｅｅｌｉｎｇｄｉｏｄｅ

·２１２·
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２．３　高温芯片结构

改进芯片缓冲层的结构或掺杂特性是抑制高

温漏电流的一种重要途径。Ｚｈａｎｇ等开发了一种
双缓冲层（ｄｏｕｂｌｅｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｓ，ＤＢＬ）结构，通过
在更深层的缓冲层中掺入深能级施主杂质，在

２００℃下将漏电流降低了 ７１％［４０］，其结构如

图４（ａ）所示。降低高温漏电流的另一种方法是
改变芯片超结（ｓｕｐｅｒｊｕｎｃｔｉｏｎ，ＳＪ）柱的几何形状
和掺杂水平。Ｈｓｉｅｈ等开发了一种分离的 ｐ型体
区和 ｐ型柱（ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｅｄｐｂｏｄｙａｎｄｐｐｉｌｌａｒ，
ＤＰＢＰＬ）结构，如图４（ｂ）所示，通过适当浓度的 ｐ
型柱掺杂，在 ２００℃下有效降低了漏电流水
平［４１］。抑制高温漏电流可以有效提高芯片的高

温运行稳定性。

芯片导通电阻的正温度系数被认为是热失控

的重要原因。ＳＪ结构可以在不牺牲耐压能力的
条件下降低漂移区电阻，并表现出较低的导通电

阻温度依赖性。Ｋｏｂａｙａｓｈｉ等［４２］开发了一种应用

于ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ的窄ＳＪ间距结构，其中ｐ－和ｎ－
型柱减小了宽度并提高了掺杂浓度，其结构如

图４（ｃ）和图４（ｄ）所示，图４（ｃ）和图４（ｄ）中的数
值为掺杂浓度。ｎ型区较高的掺杂浓度降低了比
导通电阻的温度依赖性，如图５所示。较低的温度

（ａ）ＤＢＬＩＧＢＴ元胞结构
（ａ）ＣｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＤＢＬＩＧＢＴ

（ｂ）ＤＰＢＰＬＩＧＢＴ元胞结构
（ｂ）ＣｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＤＰＢＰＬＩＧＢＴ

（ｃ）ＳｉＣＭＯＳＦＥＴＳＪ元胞结构
（ｃ）ＣｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＳｉＣＭＯＳＦＥＴＳＪ

（ｄ）窄ＳＪ间距元胞结构
（ｄ）ＣｅｌｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｎａｒｒｏｗＳＪｐｉｔｃｈ

图４　高温芯片结构
Ｆｉｇ．４　Ｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｈｉｐｓｔｕｒｃｔｕｒｅ

图５　不同芯片结构的比导通电阻温度依赖性
Ｆｉｇ．５　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｄｅｐｅｎｄｅｎｃｙｏｆｓｐｅｃｉｆｉｃ
ｏｎｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｃｈｉｐｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

依赖性极大地提高了芯片的高温可靠性。表４总结
了改进芯片结构提高电能变换器功率密度的信息。

３　采用先进封装

良好的封装为芯片的电磁、热、力等性能提供

保障。芯片的高温潜力需要先进的高温材料和连

接工艺作为支撑才能充分发挥，例如，ＳｉＣ芯片可
在２００℃以上工作，但传统Ｓｉ基封装在这个温度
下会发生退化。高频运行可以有效降低无源组件
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表４　改变芯片结构提高变换器功率密度信息汇总
Ｔａｂ．４　Ｓｕｍｍａｒｙｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｎｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｃｏｎｖｅｒｔｅｒｐｏｗｅｒｄｅｎｓｉｔｙｔｈｒｏｕｇｈｉｍｐｒｏｖｉｎｇｃｈｉｐｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

芯片技术 提升功率密度机制 途径 典型应用 参考文献

沟槽栅技术 电流密度↑
ＭＰＴＩＧＢＴ 英飞凌第七代 ＩＧＢＴ ［２９］

ＳｉＣＴＭＯＳＦＥＴ 罗姆、英飞凌ＳｉＣＴＭＯＳＦＥＴ结构 ［３３－３４］

续流二极管

嵌入技术
芯片尺寸↓

ＲＣＩＧＢＴ ＲＣＩＧＢＴ ［３５］

ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ
二极管集成

嵌入ＳＢＤ的ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ ［３８－３９］

高温芯片

结构优化
高温能力↑

减小高温漏电流 改变局部结构的几何形状、掺杂特性 ［４０－４１］

降低器件参数温度依赖性 窄ＳＪ间距ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ ［４２］

的体积，但同时也带来了电压过冲问题。降低封

装寄生电感可以改善这一问题，ＷＢＧ器件开关速
度更快，低感设计对 ＷＢＧ电能变换器功率密度
的提升更加显著。另外，多个并联模块或芯片之

间电流的差异会导致变换器不得不降额运行来保

证可靠性，通过先进封装提升均流性能可有效提

高变换器的功率密度。由于 ＷＢＧ器件开关速度
较快，实现均流控制更为困难。

综上，发展高温材料和连接工艺、改进模块热

管理、发展低感封装技术、提升均流性能成为从模

块封装角度提升变换器功率密度的主要优化路

线。所述内容涵盖 Ｓｉ器件和以 ＳｉＣ为主的 ＷＢＧ
器件。根据两类器件的特点，在高温材料和连接

工艺、低感封装技术、提升均流性能三种路线中将

重点介绍ＷＢＧ器件的相关研究。封装设计的基
本方法是相通的，只是 ＷＢＧ器件的技术要求
更高。

３．１　高温材料和连接工艺

提高模块的高温能力必须发展以高温材料

和连接工艺为主要内容的高温封装技术。材料

方面，重点考虑键合、焊接、衬底、底板以及塑封

材料的高温适应性，通过对比材料熔点、烧结温

度、应力水平、热导率、热膨胀系数等指标进行

选择；工艺方面，一种有代表性的选择是采用活

性金属钎焊（ａｃｔｉｖｅｍｅｔａｌｂｒａｚｉｎｇ，ＡＭＢ）制作直
接覆铜（ｄｉｒｅｃｔｂｏｎｄｉｎｇｃｏｐｐｅｒ，ＤＢＣ）衬底［４３］，银

烧结技术［４４］和 瞬态液相［４５］（ｔｒａｎｓｉｅｎｔｌｉｑｕｉｄ
ｐｈａｓｅ，ＴＬＰ）焊接技术实现连接。表５展示了可
在２００℃环境下工作的考虑性能、成本折中的
封装选择。

目前商业ＳｉＣ功率模块长期可靠运行的最高
耐温标准为１５０℃，１７５℃封装仍处于标准化阶
段，国际上个别企业研发水平达到 ２００℃
以上［４６］。

表５　 可在２００℃环境下工作的封装选择
Ｔａｂ．５　Ｐａｃｋａｇｉｎｇｏｐｔｉｏｎｓａｖａｉｌａｂｌｅａｔ２００℃

材料／工艺
长期工作

温度／℃

键合材料／工艺：铜键合线或铜带 ＞２００

焊接材料：Ａｕ８８Ｇｅ１２ ＞２００

连接工艺：微米银烧结 ２２５

ＤＢＣ材料：Ｓｉ３Ｎ４ ＞２００

底板材料：Ｃｕ ２１０

塑封材料：（Ｃ６Ｈ４Ｓ）ｎ ２００～２４０

３．２　改进模块热管理

现阶段，已有较多针对各类功率模块提升散

热性能的研究，可归纳为散热路径优化、多芯片热

解耦和新型散热方式三种优化路线。

３．２．１　散热路径优化
通过减少芯片和散热器之间的介质层以及增

加额外散热路径的双面冷却（ｄｏｕｂｌｅｓｉｄｅｄｃｏｏｌｅｄ，
ＤＳＣ）结构，可有效改善模块整体的热性能。

功率模块传统封装结构如图６（ａ）所示，介质
层数较多限制了散热效果。Ｙａｍａｇｕｃｈｉ等将铜基
板与散热器直接焊接，去除了传统结构中的硅脂

材料，变换器样机功率密度提高了 １８％，达到
７０ｋＷ／Ｌ［６］。复旦大学利用集成底板（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
ｂａｓｅｐｌａｔｅ，ＩＢＰ）技术将ＤＢＣ与底板集成，消除了
下铜层和焊料层，其结构如图６（ｂ）所示，芯片最
高温度降低了１０％［４７］。另一种方法是使用选择

性激光熔化技术在基板下打印散热器，其结构如

图６（ｃ）所示，可使芯片到散热器之间的介质层缩
短至三层，热阻降低２０％［４８］。

典型的ＤＳＣ结构如图７所示，热量可通过上
下两条散热路径传递到空气中。国际整流器公司

于２０１０年开发了 ＣｏｏｌｉＲ２ＴＭＤＳＣ结构，搭载该模
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（ａ）传统封装结构
（ａ）Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｐａｃｋａｇｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

（ｂ）ＩＢＰ封装结构
（ｂ）ＩＢＰｐａｃｋａｇｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

（ｃ）直接打印散热器结构
（ｃ）Ｄｉｒｅｃｔｐｒｉｎｔｉｎｇｏｆｒａｄｉａｔｏｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

图６　通过减少介质层数进行散热路径优化
Ｆｉｇ．６　Ｈｅａｔｄｉｓｓｉｐａｔｉｏｎｐａｔｈｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｂｙ

ｒｅｄｕｃｅｄｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｌａｙｅｒｓ

图７　功率模块典型ＤＳＣ结构
Ｆｉｇ．７　ＴｙｐｉｃａｌＤＳＣｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｐｏｗｅｒｍｏｄｕｌｅ

块的变换器功率密度可提升３３％［４９］。德尔福公

司开发了ＶｉｐｅｒＤＳＣ结构，使变换器功率密度提
升了２５％［５０］。日立公司开发的 ｐｉｎｆｉｎＤＳＣ结构
可使热阻降低 ５０％，可使变换器功率密度提升
７０％。２０１９年，奥迪 ＭＹ２０１９ｅＴｒｏｎ变换器使用
了日立公司改进的 ＤＳＣ结构，功率密度提升了

１６０％，达到３０ｋＷ／Ｌ［５０］。中车时代电气公司于
２０１６年开发的ＤＳＣ结构热阻低于０１Ｋ／Ｗ，使变
换器功率密度提高了３０％［５１］。ＤＳＣ封装设计的
主要难点是需要解决不同芯片之间高度差异的问

题，通常通过调整图７中垫片的厚度实现。
３．２．２　多芯片热解耦

多芯片模块（ｍｕｌｔｉｐｌｅｃｈｉｐｍｏｄｕｌｅ，ＭＣＭ）中
芯片之间的热耦合问题不可忽视，通过有效隔离

芯片的热量，可以减少热堆积和结温的升高，确保

模块在高负荷条件下更加稳定和可靠地运行。

曾理通过改进布局实现芯片之间的热解耦，

优化后降低了各个功率芯片的最高温度，如表６
所示［５２］，变换器输出功率密度预计可以提升

６０％。Ｙａｎｇ等在ＤＳＣ的基础上提出交错封装的
概念，利用交错开关单元使相邻芯片交错放置，等

效耦合热阻降低了５７％，结温不均衡度由７９％
降低至２６％［５３］，改进后变换器的输出功率密度

预计可提升２０％。

表６　多芯片热解耦优化前后各芯片的最高温度

Ｔａｂ．６　Ｔｈｅｍａｘｉｍｕｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｅａｃｈｃｈｉｐｂｅｆｏｒｅａｎｄ
ａｆｔｅｒｍｕｌｔｉｃｈｉｐｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ

编号 优化前／℃ 优化后／℃

１ 　９８．６ ７３．４

２ 　９２．６ ７２．４

３ １３７．６ ９４．５

４ １３７．７ ９３．９

５ １３８．５ ９３．４

６ １３３．５ ９３．１

３．２．３　新型散热方式
传统散热方式有自然冷却和强制风冷、水冷

等单相散热技术。相变散热技术如热管、喷雾等

方式可实现更高的热导率。Ｓｈｕ等［５４］使用 Ｕ形
热管对大功率模块进行散热，热流功率密度可达

３６７Ｗ／ｃｍ２。灵活性是热管的另外一大优势，
Ａｌｉｚａｄｅｈ等［５５］在功率模块和散热器之间嵌入热

管，通过优化将散热器高度降低至９６ｍｍ，缩小
了变换器的体积。

热管仍然属于被动冷却的范畴，以微通道流、

喷雾冲击和射流冲击为代表的主动冷却技术在过

去１０年被广泛研究和讨论。一种用于 ＳｉＣ功率
模块的射流冲击冷却平台被开发，通过将模块底

板与冷却室连接，其输出功率较传统冷板冷却提

升近３００％［５６］。然而，由于射流冲击冷却平台的
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体积较大，对于变换器功率密度提升的效果需要

具体分析。

３．３　低感封装技术

低感封装技术可以分为降低自感和磁场相消

两类。

降低自感可以通过减小换流回路的面积实

现。Ｙａｎｇ等提出了一种基于 Ｐｃｅｌｌｓ和 Ｎｃｅｌｌｓ概
念的封装设计，将同一换流回路的芯片相邻放置，

并设计岛状基底使换流回路从平面扩展至三维空

间，进一步减小换流面积，寄生电感降至

１６３ｎＨ［５７］。西安交通大学采用双层陶瓷衬底和
多层铜层优化了ＧａＮ模块布局，回路寄生电感降
低至０９４ｎＨ，采用该模块开发的３３ｋＷ两相交
错降压变换器功率密度达到５０ｋＷ／Ｌ［５８］。

流过相反电流的两根导体之间的耦合电感会

相互抵消，这种效应称为磁场相消。日产公司研

制了双层ＤＢＣＳｉＣ功率模块，在层间设计换流回
路实现磁场相消，其结构如图８（ａ）所示，寄生电
感降至５ｎＨ，采用该模块搭建的三相 ＳｉＣ变换器
使功率密度达到 ７３５ｋＷ／Ｌ［５］。采用多层 ＤＢＣ
结构会增大热阻，为解决这一问题，华中科技大学

研发了一种优化的芯片嵌入式结构，如图８（ｂ）所
示，在底部 ＤＢＣ结构基板的顶部嵌入 ＳｉＣ芯片，
相比常规双层ＤＢＣ结构热阻降低４０％，寄生电感
降至１８ｎＨ［５９］。西安交通大学开发了一种紧凑
的６５０Ｖ／１５０ＡＧａＮ功率模块，回路如图８（ｃ）所
示，利用上下两层电流相反进行磁场相消，回路寄

生电感降低至０７１ｎＨ，利用该模块搭建的降压
变换装置的功率密度达到１３２ｋＷ／Ｌ［８］。

低感封装技术的难点主要在于寄生电感的准

确定位和提取以及提取结果的准确性评估。现有

（ａ）日产双层ＤＢＣ结构
（ａ）ＮｉｓｓａｎｄｏｕｂｌｅＤＢＣｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

（ｂ）芯片嵌入式双层ＤＢＣ结构［５９］

（ｂ）ＣｈｉｐｅｍｂｅｄｄｅｄｄｏｕｂｌｅｌａｙｅｒＤＢＣｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［５９］

（ｃ）ＧａＮ磁场相消结构［８］

（ｃ）ＧａＮｍａｇｎｅｔｉｃｆｉｅｌｄｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［８］

图８　磁场相消封装结构
Ｆｉｇ．８　Ｍｕｔｕａｌｉｎｄｕｃｔａｎｃｅｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎｐａｃｋａｇｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

的寄生电感提取方法主要有实验倒推法、阻抗分

析法和有限元法，其中，有限元法的提取精度最

高，但是其应用的前提是需要提取换流回路详细

的几何参数和材料特性，由于趋肤效应，工作频率

的选择对提取结果也有较大影响。

３．４　提升均流性能

影响ＭＣＭ均流性能的因素主要有芯片参数
和封装寄生参数，从封装层面改进均流性能主要

聚焦于实现对称的布局。由于导通电阻具有正温

度系数，静态电流具有自平衡效应，因此当前研究

主要聚焦于优化并联芯片的动态均流性能。

ＭＣＭ的动态均流分析和芯片是否有开尔文
源极密切相关：当芯片无开尔文源极时，由于共源

寄生电感耦合于驱动回路中，共源电感失配对动

态均流的影响占据支配地位；当芯片有开尔文源

极时，由于功率、驱动回路未完全解耦［６０］，功率源

极电感失配对并联芯片动态均流的影响仍然占据

主要地位［６１］。Ｚｅｎｇ等对 ＳｉＣＭＯＳＦＥＴＭＣＭ建立
了等效电路模型和数学模型，为均流分析和封装

优化提供了理论支撑［６２］。

西安交通大学以降低功率源极电感不匹配为

优化目标，对两款模块封装结构进行调整：调整键

合线几何参数及其与上铜层的连接位置，使电流

差异由９Ａ降至２Ａ［６３］；改进铜夹接模块的顶层
互连结构，使电流不平衡度由 ３１１％ 降至
８３％［６４］，变换器的输出容量预计可提升 ２０％。
Ｗａｎｇ等引入双端封装概念，每个功率回路均由两
个换流回路并联而成，其结构如图９所示。优化
后模块的寄生电感不平衡度由７２％降至１４％，新
型封装使模块功率密度提升了２５％［６５］。

在电能变换器中，通常需要将功率模块并联

以实现所需的功率水平，模块之间的均流问题也

至关重要，并已得到广泛研究［６６］，这些研究主要

分为差模扼流圈法［６７］、器件预选法［６８］、插入外部

磁性元件法［６９－７０］和栅极驱动主动控制法［７１］。其

中，栅极驱动主动控制法所需的电流传感器和差

模扼流圈由于体积较大难以集成入封装中，其实
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图９　双端封装结构
Ｆｉｇ．９　Ｄｏｕｂｌｅｅｎｄｐａｃｋａｇｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

际应用还有待进一步发展。

通过采用先进封装提升电能变换器功率密度

的信息汇总在表７中。四种优化路径之间可能会
相互影响，例如，通过对称布局实现均流可能会增

加回路寄生电感。分析不同优化方法之间的协同

设计机理，实现多目标协同优化，将成为未来提高

电能变换器功率密度的重要研究方向。此外，当

前缺乏考虑复杂回路多物理场耦合的设计方法，

指导和验证封装设计的多物理场耦合仿真难以同

时兼顾仿真精度和效率，有待进一步深入研究。

表７　通过采用先进封装提高电能变换器功率密度的信息汇总
Ｔａｂ．７　Ｓｕｍｍａｒｙｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｎｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｃｏｎｖｅｒｔｅｒｐｏｗｅｒｄｅｎｓｉｔｙｔｈｒｏｕｇｈａｄｖａｎｃｅｄｐａｃｋａｇｉｎｇ

优化路线 优化机制 分类 典型应用 性能指标 参考文献

高温材料

连接工艺

提高

高温能力
可扩展结温边界的高温封装 可在２００℃条件下工作 ［４３－４５］

模块热

管理

提高

散热效率

１．散热路径优化

２．多芯片热解耦

３．新型散热方式

１．基板与散热器直接焊接结构 电能变换器功率密度提高１８％ ［６］

２．复旦大学 ＩＢＰ结构 相同输出下结温降低１０％ ［４７］

３．直接打印散热器结构 模块热阻降低２０％ ［４８］

４．国际整流器公司ＣｏｏｌｉＲ２ＴＭＤＳＣ结构 电能变换器功率密度提高３３％ ［４９］

５．德尔福公司ＶｉｐｅｒＤＳＣ结构 电能变换器功率密度提高２５％ ［５０］

６．日立公司双面直接水冷结构
变换器功率密度提高 ７０％，奥迪
ＭＹ２０１９ｅＴｒｏｎ变换器功率密度提
高１６０％ ，达到３０ｋＷ／Ｌ

［５０］

７．中车时代电气公司ＤＳＣ结构 变换器功率密度提高３０％ ［５１］

１．改进芯片布局 电能变换器功率密度提高６０％ ［５２］

２．交错平面封装
等效耦合热阻降低５７％，电能变
换器功率密度提高２０％

［５３］

１．相变散热，如热管冷却
散热器热流功率密度达到３６７Ｗ／ｃｍ２，
散热器高度降低至９．６ｍｍ

［５４－５５］

２．主动冷却，如射流冲击冷却 模块输出功率能力提高３００％ ［５６］

低感封装
提高

高频能力

１．降低自感

２．磁场相消

１．ＰｃｅｌｌｓａｎｄＮｃｅｌｌｓ封装设计 寄生电感降低至 １．６３ｎＨ ［５７］

２．西安交通大学双层陶瓷衬底和多
层铜层结构

电感降低至 ０．９４ｎＨ，变换器功率
密度达到 ５０ｋＷ／Ｌ

［５８］

１．日产公司双层ＤＢＣＳｉＣ功率模块
电感降低至５ｎＨ，变换器功率密
度达到７３．５ｋＷ／Ｌ

［５］

２．华中科技大学芯片嵌入式双层
ＤＢＣ结构

热阻降低４０％，寄生电感降低至
１．８ｎＨ

［５９］

３．西安交通大学磁场相消结构
电感降低至 ０．７１ｎＨ，变换器功率
密度达到１３２ｋＷ／Ｌ

［８］

均流封装
提高

输出功率

１．西安交通大学调整引线键合模块
和铜夹接模块的封装结构

电流不平衡降低至２Ａ／８．３％，变
换器输出容量预计提高２０％

［６３－６４］

２．双端封装结构
寄生电感不平衡度降低至１４％，
模块功率密度提高２５％

［６５］
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４　改进驱动设计

通过改进驱动设计提升变换器功率密度可以

从两个方面进行考虑：一方面，为充分发挥器件高

频工作的潜力，驱动单元应尽可能放置在靠近功

率模块的位置以减小寄生效应，这就要求驱动单

元能够在高温条件下可靠工作，同时不增加散热

需求；另一方面，利用栅极驱动主动门控 （ａｃｔｉｖｅ
ｇａｔｅｃｏｎｔｒｏｌ，ＡＧＣ）技术可以有效改善器件性能，
通过提升动态均流性能、降低开关损耗等方式提

升变换器的功率密度［７２］。

４．１　高温驱动

绝缘体上硅 （ｓｉｌｉｃｏｎｏｎｉｎｓｕｌａｔｏｒ，ＳＯＩ）工艺
是实现高温驱动的主要技术手段［７３］，Ｖａｌｌｅ
ｍａｙｏｒｇａ等基于 ＳＯＩ工艺开发了支持２００ｋＨｚ开
关频率、可在２２５℃下工作的栅极驱动单元［７４］。

ＣＩＳＳＯＩＤ和ＸＲＥＬ公司是使用 ＳＯＩ栅极驱动的主
要供应商，驱动集成电路（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔ，ＩＣ）设
计的最高结温分别为２２５℃和２３０℃［７５］。

ＳＯＩ驱动芯片成本高昂，针对这一问题，Ｑｉ等
提出了一种基于分立元件的高温驱动电路，并验

证了１８０℃下工作的可靠性［７６］。然而，仅使用分

立元件设计紧凑的电路必须对功能进行削减。为

进一步突破 ３００℃，研究人员设计了一些基于
ＷＢＧ材料的驱动电路，ＳｉＣ模拟ＩＣ已被证明可在
４００℃下工作［７７－７８］，Ｂａｒｌｏｗ等研制了基于互补式
金属氧化物半导体（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙｍｅｔａｌｏｘｉｄｅ
ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ，ＣＭＯＳ）制程的高温 ＳｉＣ驱动 ＩＣ，可
在５００℃下工作［７９］，目前，ＳｉＣ驱动 ＩＣ仅停留在
实验室阶段。

许多高功率密度电能变换器的开发涉及高温

驱动的应用，Ｚｈａｎｇ等针对电动汽车系统可靠运
行的要求，研制了一种高温栅极驱动板，设计的牵

引逆变装置功率密度达到３４ｋＷ／Ｌ［８０］；Ｃｒｅｅ公司
在ＳｉＣ变换器中采用可在１５０℃条件下工作的高
温栅极驱动器，装置整体质量功率密度达到

１５６２ｋＷ／ｋｇ［８１］。高温驱动已成为宽禁带电能变
换器高功率密度设计的重要组成部分。

４．２　ＡＧＣ技术

根据是否存在反馈回路，可将现有ＡＧＣ技术
分为开环型和闭环型两类。开环型 ＡＧＣ基于功
率半导体器件的瞬态模型进行前馈补偿，以达到

优化多开关特性的目的，在此基础上引入负反馈

回路，构成具有调节能力的闭环型ＡＧＣ。
开环方法硬件结构较为简单，在优化开关特

性的同时不需要过多增加变换器的体积。

Ｍａｎｎｅｎ等［８２］开发的数字 ＡＧＣ电路在５０ｋＷ全
桥变换器中使器件关断电压过冲从６０％降低至
６％，验证了所设计的 ＡＧＣ电路可以抑制杂散电
感对开关特性的影响，有助于在可靠性允许的范

围内进一步释放器件的高频应用潜力并增加变换

器布局的灵活性，提升功率密度。开环型ＡＧＣ技
术的短板在于其过于依赖器件瞬态特性建模的准

确性，对结温和工作点变化的适应性较差，无法实

现实时调控。

闭环型ＡＧＣ引入了对器件状态量进行采样
的环节，随着ＡＧＣ技术的发展，采样频率不断提
高，研究人员提出了一系列驱动宽禁带器件的闭

环ＡＧＣ方法。Ｚｈａｎｇ等通过电流反馈回路和可
控栅极电阻网络实现了并联ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ模块的
均流控制，改进后并联器件的温差从２５８℃降至
１８℃［８３］，均流性能的提高避免了变换器的降额

使用。为解决 ＳｉＣ器件高 ｄｉ／ｄｔ和 ｄｖ／ｄｔ导致的
电压超调和振荡问题，Ｎａｙａｋ等提出了一种离散
事件反馈ＡＧＣ方案，实现了过电压小于２０％、开
关损耗降低３０％［８４］的效果，并在１０ｋＷ变换器
样机中验证了性能。西安交通大学开发了随着工

作点变化调整电压斜率的闭环 ＡＧＣ自适应驱动
电路，但仅在常规工况下验证了效果［８５］。

闭环型ＡＧＣ技术的短板在于其需要引入复
杂的模拟算术电路和采样电路，由于先进的 ＡＧＣ
电路可以代替变换器中诸如缓冲电路、保护电路

等组件的功能，可以在一定程度上抵消引入额外

电路对变换器功率密度的不利影响。对于 ＷＢＧ
器件，需要使用高频数字电路或复杂的延时电路

实现纳秒级的控制分辨率，增大了设计难度。当

前ＡＧＣ技术的相关研究大多未应用于工程实践，
且研究对象为周期性稳态等常规工况，缺乏极端

条件下的控制分析，更缺乏考虑器件疲劳参数退

化对瞬态应力调控的影响分析，这也与现有器件

瞬态模型在极端条件下的表征不足有关，ＡＧＣ技
术未来的发展还有很大的进步空间。

总的来说，ＡＧＣ技术可以有效提升功率器件
开关瞬态性能，在提升电能变换器的功率密

度［８６－８８］方面具有非常广阔的应用前景。

５　挑战与发展趋势

５．１　存在的挑战

电能变换器的功率密度在过去的４０年间呈
指数级增长，半导体材料科学发展、芯片元胞结构

优化、先进封装技术的研发和新型驱动设计是提
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升功率半导体模块性能，保持变换器功率密度继

续保持指数级增长的关键。目前国内外仍存在以

下挑战有待进一步突破：

１）芯片材料和结构方面。仍然存在许多问
题亟待解决，包括但不限于：ＳｉＣ单晶制造成本问
题、晶圆掺杂一致性问题、外延缺陷问题、栅氧制

备缺陷问题、ＧａＮ同质外延生长问题、ＧａＮ选择
性区域掺杂和再生长问题、微沟槽 ＩＧＢＴ芯片
ＣＩＢＬ效应问题、逆导 ＩＧＢＴ电压折回问题、ＳｉＣ
ＭＯＳＦＥＴ芯片双极退化问题、栅氧可靠性问题、高
温可靠性问题、Ｇａ２Ｏ３有铱工艺成本问题、ｐ型掺
杂问题、材料衬底和外延生长缺陷问题等。需要

进一步提高芯片生产工艺水平，研发先进生产、检

测设备，保障新的工艺能够更快地走向成熟应用。

２）模块封装设计方面。目前功率半导体模
块的封装设计缺乏复杂回路多物理场耦合下的高

效高精度设计方法，设计效率和准确性还有待提

升，尚未有可推广至常规封装设计的同时满足精

度、效率和表征全面性的多物理场耦合仿真验证

方法。四种封装优化路径之间可能会相互影响，

封装优化方式之间的协同优化设计物理机制仍未

清晰建立，有待进一步深入研究。

３）驱动设计方面。目前 ＡＧＣ技术仍难以满
足极端运行条件下功率半导体器件的高效控制及

高可靠性设计需求，缺乏极端条件下功率半导体

器件内部微观特性与端口特性对应关系的精确表

征和对器件疲劳参数退化的考虑，难以对器件全

寿命周期内的电热特性进行有效调控，对变换器

功率密度的提升效果还有待更全面的检验。此

外，由于硬件技术的限制，闭环 ＡＧＣ技术针对
ＷＢＧ器件的研究尚不充分，需要对硬件要求和调
控效果进行权衡。

５．２　发展趋势

随着新能源、航空航天、船舶动力、电磁能等

领域的快速发展以及国家对节能减排的迫切需

求，对电能变换器功率密度的要求越来越严苛，预

计未来面向高功率密度电能变换器的功率半导体

模块的主要发展趋势包括：

１）高可靠性低成本宽禁带功率芯片。芯片
材料和结构存在的前述问题得到改善，预计２０３０
年逐渐出现以Ｇａ２Ｏ３和金刚石为代表的第四代半
导体材料在功率模块领域的示范性应用，充分释

放先进材料和工艺下的芯片潜力。

２）功率半导体模块高性能封装设计。进一
步朝着高温、高散热性能、低寄生电感、高均流特

性的方向发展。多物理场耦合条件下的高效高精

度设计和多目标协同优化将成为未来提高电能变

换器功率密度的重要研究方向。

３）功率器件高效高可靠 ＡＧＣ技术。ＡＧＣ朝
着多开关特性优化、自适应实时调控等方向发展，

进一步优化功率半导体器件的开关应力特性。实

现考虑疲劳的器件全寿命周期内参数多时间尺度

变化下的电热应力有效调控。

４）高功率密度集成多因素多目标优化设计。
不同的优化方式之间存在一定的制约关系，例如，

提高开关频率可以减小无源组件的体积，但同时

会增大开关损耗导致散热压力增大，需要考虑不

同优化方式的利弊进行高功率密度高效电能变换

器的综合设计。

６　总结

综述了当前面向高功率密度电能变换器的功

率半导体模块在材料、芯片、封装、驱动四个层面

的研究现状：①使用宽禁带材料，系统总结了 ＳｉＣ
和ＧａＮ材料提升变换器功率密度的原理、代表性
应用和有待解决的问题，对以 Ｇａ２Ｏ３为代表的第
四代超宽禁带半导体材料的良好前景和实现产业

化存在的问题进行了概述。②改进芯片结构，总
结了具有代表性的先进芯片结构和亟须突破的关

键问题。③采用先进封装，分析了改进封装提升
变换器功率密度的优化路线，重点针对高温材料

和连接工艺、改进模块热管理、低感封装和均流封

装四个优化方向总结了具有代表性的研究成果并

梳理其中有待解决的问题。④改进驱动设计，总
结当前高温驱动和 ＡＧＣ技术提升变换器功率密
度的原理和若干研究。最后，基于研究现状总结

提出未来面向高功率密度电能变换器的功率半导

体模块设计存在的挑战，并结合当前国家对新能

源等领域的发展需求，对该领域未来的发展趋势

进行展望。
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